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@ 1. Uklad do zabezpieczania tranzystora mocy

MOS przed duza pochodna napiecia bez lub z rezysto-
rem wlgczonym pomiedzy jego bramke i Zrédio, a
zawierajacy kondensator blokujacy podiaczony jedna
clektroda do czynnego bieguna Zrédta napigcia zasila-
Jacego uklad sterowania, ktérego wyjscie jest podia- |*Yz
czone do bramki tranzystora mocy MOS, przy czym U, , oD
masa uktadu sterowania jest potaczona réwnoczesnie
ze Zrédlem tranzystora mocy MOS, druga elektroda
kondensatora blokujacego oraz drugim biegunem
Zrédla napigcia zasilajgcego uklad sterowania, zna- :
mienny tym, ze zawiera diode (D1), ktéra jestwlaczo- - » us !
na pomigdzy bramke (G) tranzystora mocy MCS (T) Ugr| - ' . mQTUGS
zasilanego z odrgbnego Zrédia napiecia (Uz) a punkt : [ ’ :
wspblny czynnego bieguna Zrédia napigcia (Uzs) -
zasilajacego ukfad sterowania (US) i kondensatora
blokujacego (C), przy czym dla tranzystora mocy
MOS (T) z kanalem typu n biegun czynny Zrédla
napiecia (Uzs) jest odpowiednio biegunem dodatnim,
a dla tranzystora mocy MOS (T) z kanatem typu p
biegun czynny Zrédta napigcia (Uzs) jest biegunem
ujemnym, do ktérych dioda (D1) jest podiaczona od-
powiednio katoda albo anoda.
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Uklad do zabezpieczania tranzystora mocy MOS
przed duza pochodna napigcia

ZastrzeZenia patentowe

1. Uk}ad do zabezpieczania tranzystora mocy MOS przed duza pochodna napigcia bez lub
z rezystorem wiaczonym pomig¢dzy jego bramke i Zrédlo, a zawierajacy kondensator blokujacy
podiaczony jedng elektroda do czynnego bieguna Zrédta napigcia zasilajacego uklad sterowania,
ktorego wyjscie jest podlaczone do bramki tranzystora mocy MOS, przy czym masa ukladu
sterowania jest potaczona réwnoczesnie ze Zrédlem tranzystora mocy MOS, druga elektroda
kondensatora blokujacego oraz drugim biegunem Zrdédta napi¢cia zasilajacego uklad sterowania,
znamienny tym, ze zawiera diode (D1), ktora jest wigczona pomigdzy bramke (G) tranzystora
mocy MOS (T) zasilanego 7 adrebnego 7rodia napiecia {1Jz) a punkt wsndiny czynnego bhiegnna
irédta napigcia (Uzs) zasilajacego uklad sterowania (US) i kondensatora blokujacego (C), przy
czym dla tranzystora mocy MOS (T) z kanatem typu n biegun czynny Zrodia napigcia (Uzs) jest
odpowiednio biegunem dodatnim, a dla tranzystora mocy MOS (T) z kanalem typu p biegun
czynny Zrédia napigcia (Uzs) jest biegunem ujemnym, do ktérych dioda (D1) jest podigczona
odpowiednio katoda albo anoda. _

2. Uktad wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze kondensator blokujacy (C) zbocznikowany
jest dodatkowym rezystorem (R).

* * *

Przedmiotem wynalazku jest uktad do zabezpieczania tranzystora mocy MOS przed duzg
pochodna napigcia zataczanego pomigdzy jego dren i Zrédlo, znajdujacy zastosowanie migdzy
innymi w zasilajacych uktadach przeksztattnikowych.

Znany z literatury technicznej (Katalog firmowy "Power MOS Devices" - Data BOOk 1™
EDITION SGS THOMSON Microelectronics 1988, str. 122) uktad zawiera kondensator bloku-
jacy potaczony jedna elektroda z dodatnim biegunem Zrédta napigcia zasilajacego blok sterujacy,
ktérego wyjscie jest polaczone z bramka tranzystora mocy MOS. Druga elektroda kondensatora
blokujacego jest potaczona z masg uktadu, z ktéra jest potaczony takze blok sterujacy oraz Zrédto
tranzystora mocy MOS, ktére jest polaczone réwniez poprzez rezystor z jego bramka.

Niedogodnoscia znanego ukfadu jest to, Ze dobér wartosci rezystanciji rezystora wigczo-
nego pomigdzy bramke a Zrédlo tranzystora MOS musi by¢ wynikiem kompromisu pomigdzy
skuteczno$cia ochrony przed duza pochodna napigcia, a koniecznoscia zwigkszenia mocy
sygnalu sterujacego.

Uklad do zabezpieczania tranzystora mocy MOS przed duza pochodna napigcia, wedtug
wynalazku, bez lub z rezystorem wigczonym pomiedzy jego bramke i Zrédlo, a zawierajacy
kondensator blokujacy pediaczony jedna elektroda do czynnego bieguna Zrédta napigcia zasila-
jacego uklad sterowania, ktérego wyjScie jest podiaczone do bramki tranzystora mocy MOS,
przy czym masa uktadu sterowania jest polaczona réwnoczeénie ze Zrédtem tranzystora mo-
cy MOS, druga elektroda kondensatora blokujacego oraz drugim biegunem Zrédia napigcia
zasilajacego uklad sterowania charakteryzuje si¢ tym, ze zawiera diodg, ktéra jest wlaczona
pomigdzy bramke tranzystora mocv MOS zasilanego z odrgbnego 7Zrédla napigcia a punkt
wspolny czynnego bieguna Zrodla napigcia zasilajacego uklad sterowania i kondensatora bloku-
jacego. Dla tranzystora mocy MOS z kanatem typu n biegun czynny Zrédta napigcia zasilajacego
uktad sterowania jest odpowiednio biegunem dodatnim, a dla tranzystora mocy MOS z kanatem
typu p biegun czynny tego Zrodla napigcia jest biegunem ujemnym, do ktérego dioda jest
podiaczona odpowiednio katoda albo anoda. Ponadto kondensator blokujacy zbocznikowany
jest dodatkowym rezystorem.
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Rozwigzanie, wedtug wynalazku, dzigki zastosowaniu diody wlaczonej pomiedzy bramke
chronionego tranzystora mocy MOS a Zrédio napigcia zasilajace ukiad sterowania, umozliwia
zwigkszenie pojeinnosci inigdzy braiukg a Zrodiem chronionego tranzystora mocy MOS, a tym
samym zwigksza skuteczno$¢ jego ochrony przed zniszczeniem w wyniku duzej pochodne;j
napigcia zalaczanego pomiedzy jego dren i Zrédto. Eliminuje tym samym niepozadane wystero-
wanie tranzystora w przypadku zaniku napigcia zasilajacego jego ukiad sterowania.

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykiadzie wykonania na rysunku, ktéry
przedstawia schemat ideowo-blokowy uktadu.

Uklad, wedlug wynalazku zawiera kondensator blokujacy € potaczony jedna elektroda z
dodatnim biegunem Zrédta napigcia Uzs zasilajacego uktad sterowania US, ktérego wyjscie jest
podiaczone do bramki G tranzystoramocy MOS T z kanatem typu n. Masa ukladu sterowania US
jest potaczona réwnoczesnie z drugim biegunem Zrédta napigcia Uzs zasilajacego uklad stero-
wania US, ze Zrédlem S tranzystora mocy MOS T oraz druga elektroda kondensatora blokujg-
cego C. Pomigdzy bramke G tranzystora mocy MOS T i jego Zrédio S wlaczony jest rezystor
R1. Uklad zawiera réwniez diode D1, ktéra jest wigczona pomigdzy bramke G tranzystora mocy
MOS T a punkt wspdlny dodatniego bieguna Zr6dta napigcia Uzs zasilajacego uklad sterowania
US i kondensatora blokujacego C. Kondensator blokujacy C zbocznikowany jest dodatkowym
rezystorem R.

Dziatanie uktadu, wedlug wynalazku, polega na tym, ze po odlaczeniu Zrodta napigcia Uzs,
ktére zasila uktad sterowania US tranzystora mocy MOS T, potaczonego szeregowo z odbior-
nikiem OD, natadowany kondensator blokujacy C roztadowywuje si¢ w obwodach uktadu
sterowania US zbocznikowanego ewentualnie dodatkowym rezystorem R, a napigcie na nim
spada do zera. Warto$¢ rezystancji dodatkowego rezystora R dobiera si¢ tak, aby po odtaczeniu
napigcia Uzs zasilajacego uktad sterowania US zapewni¢ wymagany warunkami eksploatacyjny-
mi, szybki spadek napigcia na kondensatorze C. Po roztadowaniu kondensatora C, potencjat
dodatniego bieguna Zrédta napigcia Uzs staje si¢ bliski potencjalowi Zrddla S tranzystora mocy
MOS T, czyli masy ukladu sterowania US. W uktadzie tranzystora mocy MOS T powstaje
wowczas pojemnos$ciowy dzielnik napigcia, utworzony z pojemnosci jego ziacza dren D -
bramka G oraz pojemnosci jego ztacza bramka G - Zrédlo S, ktéra zostaje zbocznikowana gatezia
szeregowo potaczonych: diody D1 i kondensatora blokujacego C. W momencie zalaczenia
pomigdzy dren D i Zrédio S tranzystora mocy MOS T napiecia zasilania Uz, na pojemnosciach
utworzonego dzielnika napi¢cia odkiadaja si¢ napigcia o wartoSciach w przyblizeniu odwrotnie
proporcjonalnych do wartosci jego sktadowych pojemnosci.

Jesli napigcie na kondensatorze blokujacym C jest mniejsze od réznicy wartosci progowej
napigcia Ugs stosowanego tranzystora mocy MOS T i spadku napigcia na diodzie D1, wéwczas
uktad wedhug wynalazku, zabezpiecza tranzystor T przed wysterowaniem wskutek duzej po-
chodnej zasilajacego napigcia Uz zalaczanego pomigdzy jego dren D i Zrddio S.

Zwigkszenie wartosci pojemnosci kondensatora blokujacego C powoduje zmniejszenie
warto$ci napigcia Ugs na bramce G tranzystora mocy T, chroniac go skutecznie przed niepoza-
danym zataczeniem.
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